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литографией, может обеспечить увеличение скорости изготовления пилотных изделий,
снижение стоимости, значительно увеличить их быстродействие и надежность.

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
БИНАРНЫХ И ТРОЙНЫХ СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ

А.Г. ЧЕРНЫХ, Л.Т. КИРИЯ, В.М. КОВРИГО, А.С. ТЫМОЩИК

Существующие процессы металлизации алюминием, в настоящее время, не
в полной мере отвечают требованиям современных микросхем и
микроэлектромеханических систем. В работе проведен сравнительный анализ
структурных и электрофизических свойств металлизации на основе тонких пленок
сплавов Al–Ho, Al–Si, Al–Ho–Si, Al–Si–Cu. Легирующие добавки, вводимые в пленку
алюминия, концентрируются преимущественно на границах зерен, способствуя
снижению поверхностной энергии границ зерен в результате химического или
электрического взаимодействия границ зерен с атомами примесей. Это приводит
к замедлению процессов рекристаллизации и формированию более мелкозернистых
пленок.

Структурное совершенство полученных образцов, распределение в них легирующих
добавок исследовали методами электронной микроскопии и оже-спектроскопии. Анализ
элементного состава и профилей распределения легирующих добавок в пленках сплавов
алюминия осуществляли методом оже-спектрометрии в режиме послойного анализа
с совмещением электронного и ионного пучков. Оценку удельного сопротивления
исследуемых пленок осуществляли по результатам измерения поверхностного
сопротивления четырехзондовым методом.

В результате проведенных исследований установлено, что добавки кремния,
меди, а также гольмия оказывают модифицирующее действие, проявляющееся как
в уменьшении среднего размера зерна пленок алюминия и уменьшения
их разброса по величине, так и в повышении термостабильности пленок с точки
зрения изменения микроструктуры поверхности при тепловой обработке.
Экспериментально показано, что выбранный технологический режим обуславливает
формирование пленок сплавов, характеризующихся наименьшей структурной
неоднородностью, воспроизводимыми и низкими значениями величины удельного
сопротивления, а также обеспечивает хорошее перекрытие металлизацией
ступенчатого профиля поверхности при создании микроэлектромеханических систем.

ДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ
НА ЧЕЛОВЕКА И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

В.М. КОЛЕШКО, Е.А. ВОРОБЕЙ, Н.А. ХМУРОВИЧ

Проведены комплексные исследования влияния электромагнитных излучений
сотового телефона на организм человека. Получены следующие результаты:

1) мобильные телефоны на частотах 450–1800 МГц и при SAR>0,24 Вт/кг постоянно
воздействуют на биосистему человека, изменяя количество и характер распределения
молекул крови, слюны, ликвора и др., резонансные частоты клеток организма и
внутренних органов в целом в зависимости от функционального состояния человека;
при SAR>1,6 Вт/кг происходят необратимые изменения в организме человека;

2) особенно сильно подвержен эндогенным воздействиям головной мозг человека и
синхронная активность нейронов, которая участвует в формировании электромагнитного
сигнала мобильного телефона;



102

3) возможно использование мобильного телефона в качестве бесконтактного
устройства регистрации мозговых волн, анализа биоинформационных жидких сред
организма для контроля жизнедеятельности человека с возможностью быстрой передачи
информации на большие расстояния;

4) ограничение разговора по телефону до трех минут с получасовым перерывом
между вызовами способствует улучшению когнитивных способностей, памяти и гибкости
мышления человека за счет резонанса частот электромагнитных волн телефона
с синхронной активностью нейронов в соматосенсорной коре мозга;

5) частое и длительное использование мобильного телефона приводит к угнетению
работы мозга, генетическим изменениям в организме, ослаблению иммунной системы,
ускоренному биологическому старению человека, изменению функциональности всей
биосистемы и отдельных ее элементов, которые сохраняются в течение получаса после
использования телефона;

6) снижение удельной поглощенной мощности мобильного телефона
до максимального безопасного значения SAR<0,24 Вт/кг помогает сохранить здоровье и
творческую активность человека, экранирование мобильных устройств и ограничение
времени и частоты их использования, применение интеллектуальных систем управления
шумами [1] препятствуют изменению вероятности возникновения определенных
мозговых команд и обеспечивают безопасность информационного пространства мозга
от внешних воздействий.

Проанализированы все типы сотовых телефонов всех мировых фирм по параметрам
воздействия излучений на старение организма человека и, в особенности, на работу
нейронов головного мозга.
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ШУМОВЫЕ СВОЙСТВА ДИОДОВ ШОТТКИ
В МИЛЛИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

А.Я. БЕЛЬСКИЙ, А.В. ВОРОШЕНЬ, А.В. ГУСИНКИЙ, М.С. СВИРИД

В миллиметровом диапазоне длин волн при разработке измерителей флуктуаций и
смесителей радиоприемных устройств используется ДБШ.

В измерителях флуктуаций измерителей СВЧ сигналов миллиметрового диапазона
важнейшую роль приобретают избыточные шумы (шумы типа 1/F),  так как они
определяют предельную чувствительность измерений в области доплеровских частот.
Установлено, что избыточные шумы наиболее сильно проявляются в области токов от 0,1
до 1 мА, который является основным рабочим режимом. Зачастую наблюдается минимум
при токах от 0,5 до 1 мА и затем быстрое увеличение с возрастанием тока. Все это
необходимо учитывать при выборе режима работы детектора (задание напряжения
смещения и выборе уровня мощности измеряемого сигнала). Объяснение этого факта
не дает какая-либо единая адекватная теоретическая модель.

В смесителях миллиметрового диапазона, где промежуточная частота составляет
десятки мегагерц, значительный интерес представляют высокочастотные шумы,
источниками которых являются дробовые шум и тепловые шумы диссипативных потерь.

Предлагаются математические модели, отражающие вклад различных источников
шума в общий шум диода с контактом металл-полупроводник.




